tamsisor it Endversirker m Niederre. GD 100*

quenz-Gebiet bei Umgebungstemperaturen
#a bis 65°C

|
Standard: TGL 200-8240

Abmessungen: Bauform D 2, TGL 11 811
Masse 12 g

Zuléissige Hochstwerte

fir fta = 45°C

=UcsBo = 20V «ic = {3A

-Ueso = 10V IE = 15A

-Ucer = 18V -l = 02A

bei Ree =100 2 & = 75°C

=Uces = 20V ?a = §5°C grd

Kennwerte fiir #o = 25°C -5 grd Wemsuiierid. - - R S DA
Min | Typ | Max MeBbedingungen

Reststrome

-lceo 20 uA 30pA -Uce = 6V

-Iceo 350 pA | 1000pA | -Uce = 6V

-Ices 60 uA | 100pA | -Uce = 6V

-lces 1000uA | -Uce = 20V

-leBo ‘ 100uA | -Ues = 10V

Ubergangsfrequenz

fr | 60 kHz | 100 kHz | Uce =6V, -lc=01A

Séttigungsspannung

-Ucesat | | 8,80 V | C-le =1A, -8B = 120 mA

Basis-Emitter-Spannung

-Use 0,38V (044 V -Uce = 6 V, -lc = 100 mA

-UBE 060V |00V =Uce = 2 V, -lc = 500 mA

Gleichstromverstarkung

B 100 | | -Uce = 6 V, -Ic = 100 mA

B N -] <Uce = 2 V, -lc = 500 mA

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor Transistor GD 100 = TGL 200-8240

* nicht fiir Neuentwicklungen verwenden



Verlustleistung in Abhiingigkeit von der
Umgebungstemperatur a

direkte Montage
— ——— isolierte Montaoge

Kiihibleche, Alu 2 mm, vertikale Lage,’
blank, Isclierung Pertinaxscheibe 0,1 mm.

1 ohne Kihlfiéche

2§ = 25cm?

35= 50cm?

45 = 100 cm?

5 angendhrte ideale Kihlung

Kollektor-Emitter-Spannung  in Abhéingig- 1l
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Kollektor-Reststrom in Abhédngigkeit der
Sperrschichttemperatur
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